1 N 4001 bis 1 N 4007

Silizium-Diffusions-Dioden fiir universelle Anwendungen und kleine
Leistungen.

Silicon diffusion diode for low power general applications.

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm

M2:1
KATHODE 1%  oaf
I 64 }
875
Kunststoffgehause
DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,4 g
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Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Sperrspannungen
1N 4001 Ur = Urm 50 A"/
1 N 4002 Ur = Urm 100 Y
1 N 4003 Ur = UrmMm 200 Vv
1 N 4004 Ur = Urm 400 v
1 N 4005 Ur = UrMm 600 A\
1 N 4006 Ug = Urm 800 v
1 N 4007 Ur = Urm 1000 A"
Richtstrom o 1 A
Ur=0V
StoBdurchlaBstrom iFm 1) 30 A
Sperrschichttemperatur t 175 °C
Lagerungstemperatur tstg —65..+ 175 °C

i} Gemessen im Abstand von je 25 mm vom Gehause
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1 N 4001 bis 1 N 4007

Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Rthia 1)
KenngroBBen - Characteristics
DurchlaBspannung, Augenblickswert UF *)
iF= 1At = 25°C
DurchlaBspannung, Arithmetischer Mitteiwert Urav™™)
|0 = IA, tamb = 75001)
Sperrstrom
Ur = Upm: tj = 25°C Ir*)
Ur = Urm, tj = 100°C IR™*)
Sperrstrom, Arithmetischer Mittelwert IRav*™)
Ur = UrmMm, tamb = 75°C1)
lo=1A
I
| N Kontaktabstand 25mm vom Gehiuse
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*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, -
1) gemessen im Abstand von je 25 mm vom Gehause
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